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ファンデルワールス物質は様々な二次元物性発現の場として発展を続けており、その例は発光

特性から二次元超伝導、トポロジカル量子伝導など、極めて多岐に渡る。なかでも、H と呼ばれ

る結晶多形を持つ遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)は、単層極限において空間反転対称性の破

れを反映したゼーマン型スピン軌道相互作用(SOI)を有し、その特殊な SOIに起因する物性として

MoS2や WSe2などの半導体 TMD におけるバレー偏極した発光・輸送特性や NbSe2、TaS2などの

金属 TMD におけるゼーマン型 SOI と連結した非従来型の超伝導などの多彩な新規物性が報告さ

れている。一方で、このゼーマン型 SOI が隣接する磁性体の磁気特性に与える影響についてはこ

れまで未開拓であった。本研究では、ゼーマン型 SOI を持つ NbSe2と強磁性体セレン化バナジウ

ムのヘテロ構造を分子線エピタキシー法で作製し（図１）、今年度の春季学術講演会ではゼーマン

型 SOI による垂直磁気異方性の誘起について報告した。NbSe2は空間反転対称性の破れによって

全キャリアが面直方向に偏極した異方的なスピン分裂バンドを持つが、この強い異方性がセレン

化バナジウムのスピンと強く結合することで垂直磁気異方性が発現したものと考えられる（図２）。

本発表では、このヘテロ構造における磁性変調についての最近の進展を報告するとともに、ヘテ

ロ構造の種類の拡張などを通じて得られた結果について議論する。 

  

  

 

図 1 : NbSe2（上）とセレン化バナジウム 

（下）の結晶構造 

（左：top view、右：side view） 

 

図２：NbSe2のスピン分裂バンド（上）

と、セレン化バナジウムに誘起され

た垂直磁気異方性（下）の概念図 
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